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相変化デバイスはフラッシュメモリに比べて微細化に優れ，高速動作が可能であるという特長

を有しており，LEAP ではデータセンター向け次世代 SSD の不揮発メモリとしてクロスポイント

型相変化デバイスを開発している。 

 本研究では相変化デバイスのプログラミング電力を低減するため，従来のメモリセル材料であ

る Ge2Sb2Te5（GST）に替わる新材料を検討した。相変化デバイスの低電力化にはメモリセル材料

の高抵抗化と低熱伝導化が重要である。電気抵抗率と熱伝導率をコントロールするため，GST に

誘電体材料を添加し，コスパッタリング法を用いて組成を最適化した。誘電体材料を添加するこ

とで結晶グレインが nm サイズにまで微細化し（図 1）， GST に比べて電気抵抗率が 7.6 倍

（5.0×10
-4
Ω∙m）に上昇，熱伝導率が 1/5倍（0.35W/m∙K）に低減できた。 

 開発したナノ結晶材料を用いた相変化デバイスは， GST に比べてリセット電流が約 68%低減

でき（図 2），1000万回の繰り返し書換え動作が確認できた。また，結晶成長を抑制したことによ

り，リセット（非晶質）状態の熱安定性が向上し，高温データ保持温度が約 100℃上昇した。以

上の結果より，本研究で開発したナノ結晶材料は相変化デバイスの低電力化に有望な材料である

と考えられる。 

 本研究は経産省及びNEDO委託による「低炭素社会を実現する超低電圧デバイスプロジェクト」

として行ったものである。 

 

図 1  メモリセル材料の平面 TEM写真  

 

図 2 メモリセルのリセット特性  
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